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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月23日(2017.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々がフォトトランジスタを備える、複数の検出器ピクセルを含む、シリコンフォトセ
ンサ層と、
　前記複数のフォトトランジスタの各々のためのバイアス制御部及び電流・周波数コンバ
ータを含む、前記シリコンフォトセンサ層に結合される、シリコン電子部層と
を有し、
　前記複数のフォトトランジスタの各々は暗電流を生成し、対応するバイアス制御部が、
対応する電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量を調整し、
　前記シリコンフォトセンサ層は、前記タイルに蓄積される放射線を検出する放射線セン
サを更に有し、前記バイアス制御部は、前記検出された放射線に基づいて、前記対応する
電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量を調整する、
シリコンイメージング検出器タイル。
【請求項２】
　対応する電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量により、前記電流・周波数
コンバータは、周波数が前記電流・周波数コンバータによって決定され得るように、各積
分期間内に少なくとも一つのパルスを生成するように、前記バイアス制御部は、前記対応
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する電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量を調整する、請求項１に記載のシ
リコンイメージング検出器タイル。
【請求項３】
　前記電流・周波数コンバータに、各積分期間内に少なくとも一つのパルスを生成させる
ために必要とされる電流レベルの値を記憶するレジスタを更に有し、前記バイアス制御部
は、前記暗電流を調整するために前記値を使用する、請求項１乃至２の何れか一項に記載
のシリコンイメージング検出器タイル。
【請求項４】
　前記タイルの温度を検出する前記シリコンフォトセンサ層における温度センサを更に有
し、前記バイアス制御部は、前記検出された温度に基づいて、前記対応する電流・周波数
コンバータに送られる前記暗電流の量を調整する、請求項１乃至３の何れか一項に記載の
シリコンイメージング検出器タイル。
【請求項５】
　前記バイアス制御部は、前記フォトトランジスタのベース電流を制御する、請求項１乃
至４の何れか一項に記載のシリコンイメージング検出器タイル。
【請求項６】
　前記検出器ピクセルの少なくとも一つは、フォトダイオードを更に含み、前記バイアス
制御部は、前記フォトダイオード又は前記フォトトランジスタを前記電流・周波数コンバ
ータに択一的に電気的に接続する、請求項１乃至５の何れか一項に記載のシリコンイメー
ジング検出器タイル。
【請求項７】
　前記フォトトランジスタは、単一半導体又は共に接続される少なくとも二つの半導体を
有する、請求項１乃至６の何れか一項に記載のシリコンイメージング検出器タイル。
【請求項８】
　X線放射がない場合、イメージング検出器のシリコンフォトセンサ層の検出器ピクセル
のフォトトランジスタにより、暗電流を検出すると共に生成するステップと、
　バイアス制御部により、前記シリコンフォトセンサ層に結合されるシリコン電子層の電
流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量を調整するステップと、
　前記電流・周波数コンバータにより、前記電流・周波数コンバータに送られる前記暗電
流の量を変換するステップと、
　前記シリコン検出器タイルに蓄積される放射線を検出するステップと、
　前記検出された放射線に基づいて前記暗電流を更に調整するステップと
を含む、方法。
【請求項９】
　前記対応する電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量により、前記電流・周
波数コンバータは、周波数が前記電流・周波数コンバータによって決定され得るように、
各積分期間内に少なくとも一つのパルスを生成する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記電流・周波数コンバータに、各積分期間内に少なくとも一つのパルスを生成させる
ために必要とされる電流レベルを記憶するレジスタのレジスタ値を読み出すステップと、
　前記レジスタ値に基づいて前記暗電流を調整するステップと
を更に有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シリコン検出器タイルの温度を検出するステップと、
　前記検出された温度に基づいて前記暗電流を更に調整するステップと
を更に有する、請求項８乃至１０の何れか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記電流・周波数コンバータに送られる前記暗電流の量を調整するために前記フォトト
ランジスタのベース電流を制御するステップ
を更に有する、請求項８乃至１１の何れか一項に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記検出器ピクセルは、フォトダイオードを更に有し、
　前記フォトトランジスタ又は前記フォトダイオードの一つを前記電流・周波数コンバー
タに選択的に接続するステップ
を更に有する、請求項８乃至１２の何れか一項に記載の方法。
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